
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Исследование формирования омических контактов к транзисторным структурам на основе нитрида галлия: выпускная квалификационная работа бакалавра: 28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника ; 28.03.01_01 - Технологии материалов и изделий микросистемной техники
          
	
            Creators:
          	
                  Пахомов Александр Игорьевич
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Соловьев Юрий Владимирович
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2019
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  омический контакт; 
                  нитрид галлия; 
                  нитриды; 
                  электронно-лучевое напыление; 
                  термический отжиг; 
                  ohmic contact; 
                  gallium nitride; 
                  nitrides; 
                  electron-beam evaporation; 
                  thermal annealing
          
	
            Document type:
          	
                  Bachelor graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Bachelor
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  28.03.01
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  280000 - Нанотехнологии и наноматериалы
          
	
            Links:
          	
                  Отзыв руководителя; 
                  Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-2494
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
          
	
            Record key:
          	
                  ru\spstu\vkr\1330
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Данная работа представляет собой исследование омического контакта к транзисторной структуре на основе  нитрида галлия. Собраны литературные данные о формировании, свойствах и принципе работы омических контактов. Описан полный цикл технологических операций по формированию омического контакта. Проведены эксперименты по оптимизации режимов термического отжига.
        

        
          This work is a study of the ohmic contact to the transistor structure based on gallium nitride. Collected literature data on the formation, properties and working principle of ohmic contacts. A complete cycle of technological operations for the formation of an ohmic contact is described. Experiments were carried out to optimize the thermal annealing regimes.
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